
 
 
 
 
（様式第 5 号）  

実施課題名：EUV リソグラフィー用レジストの感度評価  
とラフネス評価（１）  

English：Sensitivity evaluation and roughness evaluation of resist  
for EUV lithography 

 
著者･共著者  氏名：関口 淳、藤原 匡之  

English： Jun Sekiguchi, Tadayuki Fujiwara  

 
著者･共著者  所属：リソテックジャパン（株）  

English: LITHO TECH JAPAN CORPORATION 
 

※１  先端創生利用（長期タイプ）課題は、実施課題名の末尾に期を表す（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を追記

してください。  
※２  利用情報の公開が必要な課題は、本利用報告書とは別に利用年度終了後 2 年以内に研究成果公

開｛論文（査読付）の発表又は研究センターの研究成果公報で公表｝が必要です  (トライアル

利用を除く )。  
※３  実験に参加された機関を全てご記載ください。  
※４  共著者には実験参加者をご記載ください（各実験参加機関より 1 人以上）。  
 
１．概要（注：結論を含めて下さい）  
前回の実験において BL18 が EUV レジストの感度評価に使用可能と判断したので、新し

い多脂環式アクリル樹脂レジストの感度を測定し、なおかつラフネス評価が可能かどう

か検証した。結果、予想以上に感度が高く照射エネルギーを最も小さくして行った露光

実験においてもラフネス評価が可能な適当な残膜状態のサンプルを得ることが出来な

かった。  
（English）  
In the previous experiment, we determined that BL18 could be used to evaluate the 
sensitivity of EUV resists, so we measured the sensitivity of a new polycyclic acrylic resin 
resist and verified whether roughness evaluation was possible. As a result, the sensitivity 
was higher than expected, and even in the exposure experiment conducted with the lowest 
irradiation energy, it was not possible to obtain a sample with an appropriate residual 
film state that would allow evaluation of roughness. 
 
 
２．背景と目的  
[背景] 
現在、最先端リソグラフィーは EUV 露光技術により実施されている。EUV 用フォトレジストの課題

の中で最も重要なものの一つがラインエッジラフネスである。貴シンクロトロンでレジストのラフネ

ス評価が可能であれば、EUV レジストの基礎研究に非常に有効となり、また開発も加速されると期

待される。 
[目的] 
貴シンクロトロンのビームラインで、EUV レジストのラフネス評価が可能かどうか確認する。具体

的には露光部が完全溶解する途中の段階のサンプルを作製し、AFM 等で表面のラフネスを評価する。 
 
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）  
[試料] 

LTJ製レジスト：組成は次ページ。 
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・ポリマー 

NLHMAとEAMAの共重合体 
共重合比：NLHMA/EAMA=46/54（仕込みmol比）、MEK中で溶液重合し、メタノールで再沈殿精製 
分子量：Mw=9,800、Mw/Mn=2.0 

 
・その他 
光酸発生剤：TPS-TF、1wt%（対ポリマー）東洋合成製 
クエンチャー：トリエチルアミン、 1wt%（対ポリマー） 
溶剤：PGMEA/γBL=92/8wt%、固形分約10wt%に調整 

 
[実験方法] 
上記レジストを膜厚410nmになる様に塗布したシリコンウエハーを持ち込み、BL18を用いて露光時間

を変えて露光し、ホットプレート上で100℃×60秒加熱した後、2.38%TMAH水溶液で現像した。 
 
[解析方法] 
時間を変えて露光した各スポットについて、画像を印刷し、開口エリアの部分の重量を計測した。 
 
４．実験結果と考察  
 
[結果：１枚目] 
 
・露光量 

 
 
 



 
・画像 

 
※すべてのポイントで露光量が大きすぎて完全に抜けている 
 
[結果：３枚目] 
・露光量 

 
 
 



 
・画像  

 
 
[考察] 

 
・今回のレジストは弊社で測定した ArF 露光よりかなり高い感度を示した。予想より高感度であった

ことの理由は今のところ不明だが、EUV レジストとして実用上価値のあることと思われる。 
・装置上可能な限り低いエネルギーで露光したが、ラフネス評価可能と思われる適当な露光条件で露

光出来なかった。ラフネス評価のためには、なんらかの方法で意図的に感度を下げたレジストが必要

となる。組成検討が必要である。 
 
５．今後の課題  
・感度調整（低感度化）したレジストの調整及びラフネス評価用サンプルの作成 
・ラフネス低減が期待されるポリマー精製方法を用いたレジストのラフネス評価 
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